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HNSTYTUT TECHNOLOGI ELEKTRONOWEJ

FOTOTRANZYSTOR : ' BPYE 27 W

BPYP 27 W Jjest lkrzemowym epiplenarnym fototranzystorem n-p-n
2 wyprowadzong bazq,przewidiiaﬁym do pracy w $wiatzowodowych |
lquach‘opﬁycznych. Montowany Jjest w specjalne] obudowie,zapen
wniajace; ratwe 1 wysokosprawne sprzgzenie optyozné'ze swiattom-
" wodem jednowkdknowym o drednicy do 250 /um ,bez konlecznosci:
stosowania konektora ne koricu éwiatlowodu. Obudowa posiada
gwint M8 x O,75,umoaliwiajqpy,mocowanie fototranzystora,

BFYP 27 W przeznaczony Jest. do stosowania w ukiadach sterowania,,
.zabezpindzanla i kontroll w systémach komputerowych, olektroni-'
ozne] aparatuxze medycznej, technice wysokich napiué 1eteDe.
Przekrd otydowy pokazano na rysunku. 14

DOPUSZCZATNE PARAMETRY EKSPLQATACYJNE

'<NapiQ¢i8'kblektor'- baze o5 - UCB = 1OV
Napiocie kolektor - emiter - - Uyp = 50V
. ‘Napiecie emiter - baza' ' 9 . Upp = 10V
* Napigcie emiter - kolektor L Upe = TV
Ioc catkowita strat A P s 200 mil
S : : : 5
Temperatura zigcza ,tj = 100 C.

Zakres temperatury otoczenia

w czaslie pracy - ' : tamb =



=~ 1-Kosgulka plastikowa

2-Nakrqtka zaciskajgca
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Rys.l. Przekrd]j przez obudowg Pototranzystora BPYP 27 W



PARAMETRY - CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru |Symbol | Jedn. Wartosé Warunki
: min, typ. max, pomiB.I:u
Natg¢zenie pradu i . | U,no= 30V
clemnego ICEO o4 5. 20 ICE
= 0
B
Czuxodé Sy | AMf70 ) 100 |Ugp =20V
RL = 10 Q |
Px = 50 _nW
s A = 900 nm
|Czas narastenia | t S ) 245 | 5. pCE = 20V
’IC =1 mA :
. ' | | R, =1000
Czas opadania ’cf ,us8 : 255 -5 [||A = 900 nm
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Rys.2. Charakterystyka widmov{m fototranzystora BPYP 27 VW
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Rys.3. Zalesnosc¢ pradu koiektora od moey promieniowania mono-
chromatycznego /A = 900 nm/ dla fototranzystora BPYP 27 V. |

INSTYTUT TECHNOLOGIT ! ?L.."J{T'L‘R ONOT LT

Al,Totnikdéw 32/46 02-658 Varszawa,

Mg o 215 6 Male /¢ 340 ’ . i

Txy S100AT, e ol 49080 Drulk ZOINTE ITE zam. ¥ %/82n500

@Gena |2 2%

TR AVIO REITRODUKCIIL ZASURIEZCNE .




